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Se dispone de un circuito amplificador, tal como muestra la figura 1, para el que consideramos todos los componentes
ideales.

Figura 2

a) Para la etapa amplificadora de Ia figura 1, determinar el circuito equivalente Thévenin del amplificador (us/uy).
Indicar en qué rango de valores de entrada el circuito es valido.
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Al amplificador se le conecta una fuente y una carga, tal como se indica en la figura 2. Se pide:

b) Expresién de la funcion de transferencia total is/i; a frecuencias medias.
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¢) Expresion de la funcién de transferencia total is/ig a frecuencias altas: Indicar posicion de los polos y ceros (en
caso de existir)
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d) Expresion de la funcién de transferencia total is/i; a frecuencias bajas; Indicar posmon de los polos y ceros (en
caso de existir)
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PROBLEMA 1A.

En el circuito de la figura 1, el transistor tiene las curvas caracteristicas de la figura 2. Asumiendo todos los
componentes ideales y las caidas de tensién en las uniones PN con polarizacion directa igual a cero (Vae= 0V, Vax= 0V),
se pide:

(2 puntos)
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a) Calcular la B del transistor B= _J,C/L 5= Joo
b) Calcular las expresiones de Vin y Ru de forma que el circuito de la figura 3 sea el equivalente del circuito de la
figura 1.
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¢) Enlafigura 2, dibujar la recta de carga i--vee para Re = 500 y Re= 1000Q2: (_U( =& Z&\E
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d) Marcar el punto de funCIOnam|ento del tran5|stor para Rl— Rz— 20/<Q
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e) Se conecta al circuito Ia fuente Vm mediante el d|odo D, tal y como se muestra en la ﬁgura 4. Calcular y dibujar
en la grafica de la figura 5 la tensidn en el colector del transistor (Vo).
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Se dispone de un circuito amplificador, tal como muestra la figura 1, para el que consideramos todos los componentes
ideales. Se pide:

Figura 2

a) Para la etapa amplificadora de la figura 1, determinar el circuito equivalente Thévenin del amplificador (us/us).
Indicar en qué rango de valores de entrada el circuito es vélido.
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Al amplificador se le conecta una fuente y una carga, tal como se indica en la figura 2. Se plde

b) Expresion de la funcion de transferencia total is/ig a frecuencias medias.
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c) Expresion de la funcién de transferencia total is/ig a frecuencias altas: Indicar posicion de los polos y ceros (en
caso de existir)
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d) Expresion de la funcién de transferencia total is/i; a frecuencias bajas; Indicar posicion de los polos y ceros (en

caso de existir)
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e) Diagrama de Bode de la ganancia total is/i; (mddulo)
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